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１．概要（Summary） 

微細パターンの積層構造を有する半導体量子ナノデ

バイスの作製において、異なるレイヤー間の高精度位置

合わせが重要である。今回、微細加工プラットフォームの

電子線描画装置を用いて、高精度位置合わせを行うため

のマーカーを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

【実験方法】 

１． ガリウムヒ素基板を洗浄後、電子ビームレジスト

PMMAを塗布 

２． ホットプレートでプリベーク 

３． 超高精細電子ビームリソグラフィー装置でパターン

を描画 

４． MIBKで現像 

５． Ti 20 nm, Au 200 nmを真空蒸着 

６． 電子ビームレジストを NMPで剥離 

７． 電子顕微鏡で観察 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したマーカーの電子顕微鏡写真をFig. 1に示す。

先端の幅が 10 nm 程度と細いマーカーの作製に成功し

たことを確認した。このマーカーを使用することにより、高

精度の位置合わせが可能になると期待される。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Scanning electron micrographs of the 

fabricated marker 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・科学研究費補助金・基盤研究（S） No. 17H06120 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


